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BAY 38

SILIZIUM = PLANAR = EPITAXTAL - DIODE
fiilr schnelle Schalteranwendungen

Mechanische Datemn:

Gehluse: Allglas, DO=T
Farbring: Eatodenseite

MaBangaben in mm.

Hurzdaten:

Sperrspannung UR = max. 50 V
DurchlaBstrom, Mittelwert Ip gy = max. 115 mA
Durchlafistrom; Scheitelwert Ip y = max, 225 mA
DurchlaBspannung bei Ip = 50 mA, #; = 28 o Ug s 1,0 ¥
Sperrstrom bei Uy = 50V, %; = 25 oo Iy s 50 nA
Sperrverzigerungazeit

beim Umschalten ven Ip = 10 mA auf Up = 1 ¥ top S 4 ns
Sperrverzugsladung

beim Umschalten von Ip = 10 mA auf Up = 6 V Qg - 35 piAs
Kleinsignalkapazitlt

bei Ug = 0, £ = 1 MHz c H 2 pF
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Absolute Grenzwerte:
Sperrspannung: Ug = max., 50V
PurchlaBatrom, Mittelwert: Ip 4v = max, 115 mA I}EJ
Durchlafistrom, Scheitelwert: Ip u = max, 225 mA
therlastunge-Stromatol, t £1 T ip gpop = mAX. 2,0 A
therlastungs-StromstoB, t $1 a: ip giop = max. 0,5 A
Sperrschichttemperatur: & = max, 190 °C
Lagerungstemperatur: Bg = min., -65 °C
Bg = max. 200 °C
WHrmewiderstand:

Wermewiderstand zwischen S3perrschicht und Umgebung: Ry, p = 0,4

Statische EKennwerte:

DurchlaBspannung bei Ip = 50 mA, 3; = 25 °C: Up £ 1,0V
Sperrstrom bei Up = 50V, 3;= 25 %C: Ig = 50 mA
bei Up = 50 V, 85 = 150 °C: Ip = 50 uA

1] Integrationszeit tg, = max. 20 ms

grd,/mW

*)
*)

2} Richtstrom bei Betrieb mit sinusf{8rmiger Eingangsspannung 1, = max. 75 mA

*) AQL = 0,65 %
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Dynamische Kennwerte: (bei 3y = 25 o)

Eleinsignalkapazitii bei Up = 0, £ = 1 MHz: C s 2 pF

Beim Einschalten auf Ip = 10 mA (Anatiegazeit tp = 20 na) ist <
Up y = 1,75 V
beim Einsehalten auf Ip = 100 mA (Anstiegszeit t_ = 50 na) ist

Up y & 3,0 ¥

| Ue

tp = 120 ns Oszillograf
Vr= 001 R = 500
lr = 20ns <

bei I;”=1ﬂ ma £ = 1pF
= 50ns

bei [, =100mA]
R;= 508

Die Sperrverzligerungszeit beim Umschalten von Ip = 10 mA
auf Uy = 1 ¥ (R = 100 ©) iat, gemessen bei ig = 1 mA {:ﬂ,lURfR], t 54 na

A

T fp

BAY 38 |Oszillograf
Up=u_ﬂ "‘I.FRJ' —
R = 50Q I s
t, = 100ns C =1pF __
Ve = 005
fr = 06 ns i Ie

Die Sperrverzugsladung beim Umschal ten von Ip = 10 mA

auf Up = 5V (R = 500 Q) ist Qg 4 a5 pAs
A
| Ue Qs =Ugy €
Oszillograf —
Up = Ug +IcR; R Z10MQ L]
R = 500 Q =
S7pF -
tp = 400 s aliaidy U
L"r;r = U_ﬂz : "
1, = 2ns 7 ¢ . * i
. sehr schnelle [
Dicde, @5 = SpAs t
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BAY 38
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